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       Расчетами найдено влияние слабого магнитного поля (<10 мТ) на квантовое рассеяние баллистических электронов в дираковском резонаторе–полоске гексагональной решетки антиточек, перекрывающей многомодовый канал в структуре GaAs/AlGaAs. Уравнение Шредингера решалось методом рекурсивных функций Грина для потенциала трех типов: феноменологического [1] и потенциалов, найденных из решения задачи 3D электростатики  для случаев идеальной и слегка разупорядоченной геометрии затворов [2].  Обнаружено, что во всех этих случаях слабые магнитные поля B дают большое положительное магнитосопротивление. Границы резонатора (узкие области перехода от решеточного потенциала к высокому на краях канала и к однородному потенциалу на входах в резонатор) дают эффекты интерференции на размере решетки, а также краевые эффекты [1]. Резонатор взят большим (6x6 мкм2 при периоде решетки 100–130 нм), чтобы размерные эффекты не доминировали над решеточными. Если не учитывать  беспорядка, то в  кондактансе такого резонатора при B~3 мТ  присутствуют эффекты квантования Ландау. Обычное квантование для квазичастиц, имеющих в минизонах эффективную массу m*(E)≠0, проявляется в виде серии плато кондактанса GN= 2e2N/h   и почти эквидистантных по энергии (EN+1-EN= ħeB/m*) пиков плотности состояний (объемных уровней Ландау), расположенных между соседними плато кондактанса. Возле дираковской точки ED наблюдаются необычные плато Gn=(1+2|n|)2e2/h, края которых отвечают условию |E-ED|=v(2ħe|n|B)1/2  и пикам плотности состояний. Здесь n‒номера объемных уровней Ландау-Дирака (|n|=0,1,2,3) и v–эффективная скорость безмассовых дираковских фермионов. Соответственно,  в центре резонатора образуется область с нулевой плотностью состояний, которую охватывают краевые токовые состояния, как в квантовом эффекте Холла. Найдено, что в локальной плотности состояний указанные выше эффекты сохраняются при технологически возможном низком уровне беспорядка в геометрии затворов, а в свойствах всего резонатора сохраняются проявления уровней Ландау-Дирака с n=1, 0, -1. Кроме неоднородно уширенных резонансов в средней плотности состояний обнаружены редкие узкие резонансы, отвечающие сильной локализации дираковских фермионов (локализованному нулевому уровню Ландау в случайном месте внутри резонатора). Расчеты выполнены на машине МВС-10П Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН.
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